Caracterizacao Elétrica de Circuitos de Referéncia de Tensao

INTRODUCAO

eSimulacoes em ferramentas de projeto de
circuitos Integrados sao fundamentais para
permitir sua fabricacao;

ePorem, somente uma analise estatistica
baseada no resultado de testes de algumas
pastilnas  fabricadas, nos garante a
variabilidade dos parametros com um
determinado nivel de confianca.

OBIJETIVOS

eImplementar uma rotina de testes para
validar a seguinte referéncia de tensao
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MATERIAIS E METODOS

Principais Equipamentos utilizados:
» Probe Station Pegasus F200FA;

Agilent B5100A;
» Micromanipuladores;
» Termochuck Temptronic TPO3000A.

CONCLUSOES
e Através das curvas levantadas foi possivel
calcular  parametros Importantes das

referéncias de tensao;

e A variabilidade dos parametros calculados
pode ser comparada com a simulacao feita
na fase de projeto.
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Fig.1 — Diagrama esquematico da referéncia de tensdo projetada pelo
grupo AMS/RF — UFRGS e fabricada pelo programa MOSIS.

e Analisar a variabilidade do coeficiente
térmico e regulacao de linha entre os chips
da referéncia de tensao fabricada.

e Comparar os resultados obtidos atraves
dos testes nas pastilhas com os resultados de
\simulagéo.
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CHANNEL SETUP
NAME MODE
SMU1l VDD IDD Vv VAR1 |
AU VR iR ! b | Fig.3 — Area da pastilha onde se encontra a referéncia de tenséo.
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SMu4 GND i coM i | @ 1080 Medidas de corrente e tensao atraves

dos 4 canalis disponiveis no B5100;

| @ Procedimento realizado na sala limpa, classe
Lt - L 2 O8> 10.000, da fabrica da CEITEC;
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Fig.4 — Regulacao de linha das amostras medias.

e Uma das principais caracteristicas de uma
referéncia de tensao e sua regulacao de linha,
que pode ser obtida da curva acima;

Fig.2 — Setup de medidas realizadas no B5100.

RESULTADOS

temperaturas;

e OQOutra Importante caracteristica dessa
classe de circuito € o seu coeficiente de
temperatura:
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Fig.5 — Dependéncia da tensdo de referéncia com a temperatura.
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Fig.6 — Variabilidade obtida através da simulacdo de Montecarlo.
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